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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing semiconductor wafers from single crystal silicon from silicon with a
concentration of oxygen greater than 2 x 10'7 acm® and with a concentration of pinholes less than 1,0 x 10 1/cm?® with a diameter
greater than 100 pm and a carbon concentration of less than 5,5 x 10 at/cm?, preferably less than 4 x 10" at/cm? and an iron concen-

tration of less than 5,0 x 10° at/cm?, preferably less than 1,0 x 10° at/cm? and a COP concentration of less than 1000 defects/cm? and
an LPIT concentration of less than 1 defect/cm? and a crystal diameter of greater than 200 mm, preferably greater than 300 mm.

(57) Zusammenfassung: Einkristall aus Silizium mit einer Konzentration von Sauerstoff grofer als 2 x 10'7 at/cm® und mit einer
Konzentration von Pinholes kleiner als 1,0 x 10 1/cm? mit einem Durchmesser grofer als 100 pm und einer

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veritfentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
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Kohlenstoffkonzentration von kleiner als 5,5 x 10'4 at/cm?, bevorzugt kleiner als 4 x 10" at/cm?® und einer Eisenkonzentration von

kleiner als 5,0 x 10° at/em? bevorzugt kleiner als 1,0 x 10° at/cm® und einer COP Konzentration von kleiner als 1000 Defekte/cm?
und einer LPIT Konzentration von kleiner als 1 Defekt/cm? und einem Kristalldurchmesser von grofer als 200 mm, bevorzugt grofier
als 300 mm.



